
JP 2010-510494 A5 2013.6.13

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成25年6月13日(2013.6.13)

【公表番号】特表2010-510494(P2010-510494A)
【公表日】平成22年4月2日(2010.4.2)
【年通号数】公開・登録公報2010-013
【出願番号】特願2009-537384(P2009-537384)
【国際特許分類】
   Ｇ２１Ｋ   1/06     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  17/06     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   3/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ２１Ｋ   1/06    　　　Ｂ
   Ｇ２１Ｋ   1/06    　　　Ｄ
   Ｇ０２Ｂ  17/06    　　　　
   Ｇ０２Ｂ   3/00    　　　Ｚ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成25年4月19日(2013.4.19)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１３】
　（たとえば、シリコンまたはゲルマニウムのような）第１の基板１０が、（ハッチング
パターンの方向で表される）第１の結晶方位をもって備えられる。熱的成長のような既知
のプロセス（非特許文献１を参照）を用いて、酸化物層２０が基板１０上に形成される。
第２の結晶方位を持つ（例えば、シリコンのような）第２の層３０が、上述のＳＯＩ接合
技術を用いて層１０に接着される。次に、（例えば、化学機械的研磨のような標準的プレ
ーナ研磨工程を用いて）第２の層が研磨され１００、層３０´を残す。１つの実施形態で
は、残留層の厚さは、シリコン層が１－５μｍであり、介在する酸化物層は約０．１－０
．５μｍである。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１４】
　このステップは、もう１つの酸化物層４０と(再度、それ自身の、所望の方位を持った)
他の層５０を用いて繰り返される。そこで、層５０は、研磨され１００、層５０´を残す
。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１５】
　もう１つの酸化物層６０と(再度、それ自身の、所望の方位を持った)他の層７０を用い
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て、このステップは再び繰り返される。そこで、層７０は研磨され１００、層７０´を残
す。
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